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先端半導体デバイスの故障箇所を非破壊でマイクロメートル単位の位置精度で特定 

半導体故障解析装置 PHEMOS®-X シリーズ用発熱解析計測モジュールを開発 

5 月 12 日より受注開始 

 
 

2025 年 5 月 8 日 

 

本社：浜松市中央区砂山町 325-6 

代表取締役社長：丸野 正（まるの ただし） 
 

半導体故障解析装置 PHEMOS-Xシリーズは、半導体デバイスの故障に起因する発光・発熱

などをとらえて故障箇所を特定する高解像度エミッション顕微鏡です。 

このたび、当社は保有するレーザ・光センサ・計測・画像処理・解析技術を応用し、PHEMOS-

Xシリーズ用の新しい検出手法となるTD Imaging（ThermoDynamic Imaging）の開発に成功し

ました。このTD ImagingをPHEMOS-Xシリーズに搭載することで、生成AI用半導体などの、3

次元構造化や微細化が進む先端半導体デバイスの故障箇所を高感度、高解像度で特定し、故

障解析の成功確率を格段に向上することが可能となります。 

5月12日（月）から国内外の半導体デバイスメーカーに向けて受注を開始します。 

 

＜開発の背景＞ 

半導体故障解析装置 PHEMOS-Xシリーズは、半導体デバイスの故障に起因する発光・発熱

などをとらえて故障箇所を特定する高解像度エミッション顕微鏡です。半導体デバイスの

故障解析では、まず半導体テスタで電気的に故障の有無を検出し、次に半導体故障解析装置

で故障箇所を絞り込み、最後に推定される故障箇所を電子顕微鏡で観察し物理的に故障原

因を特定します。 

近年、AI、データセンター、自動運転車などの技術の進展に伴い、先端半導体デバイスの

需要が急速に増加しています。 

3 次元構造化や微細化が進む先端半導体デバイスは、従来の半導体デバイスとは異なる構

造のため、PHEMOS-Xシリーズの発光解析や IR-OBIRCH解析（※1）では、故障箇所の検出が

困難となってきています。LIT（※2）による発熱解析は非常に高感度で有効ですが、空間分

解能が低く十分な絞り込みができません。LITから直接物理解析を行っても、故障原因を特

定することはほぼ不可能でした。従来のデバイスでは非破壊の故障箇所絞り込みが主流で

したが、やむを得ず、デバイスを破壊して故障箇所絞り込みをしなければならない状況にな

っていました。 
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＊1 IR-OBIRCH 解析：半導体デバイスに赤外レーザを照射したときの電気変動を検出し異常箇所を特

定する。 

＊2 LIT：ロックインサーモグラフィ（Lock-in Thermography）。半導体デバイスに電気パルスを加え

た際の局所的な発熱を赤外線カメラで画像化し、異常箇所を特定する。 

 

＜製品の概要＞ 

今回、PHEMOS-Xシリーズ用の新たな発熱解析計測モジュールである TD Imagingを開発し

ました。本技術は、計測対象の表面にレーザを照射し、その反射率の変化から局所的な発熱

をとらえる、独自の発熱解析技術です。 

光の反射を用いて熱を検出する技術自体は既存のものですが、これまでは感度が足りず実

用化が困難でした。今回、レーザを用いることで本技術を実現し、感度を大幅に向上させた

点が特許技術となります。 

TD Imagingは、LITと同等の感度を持ち、さらに LITを上回る空間分解能を有しています。

LIT では表面の金属層の隙間から強い発熱信号が得られるのに対し、TD Imaging は発熱源

直上の位置で強い信号を得られるため、金属層下の故障位置を非破壊で、より正確に特定す

ることが可能です。 

この新技術により、半導体デバイスの故障解析がさらに精密かつ効率的に行えるようにな

り、製品の品質向上に大きく貢献することが期待されます。 

空間分解能：LITの>10umに対し、TD Imagingは<2um 
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PHEMOS-Xシリーズは、1台の装置に LITと TD Imagingの両方の検出器を搭載することが

可能です。LITで広範囲の信号を検出した後、TD Imagingで効率的に 2μm範囲まで絞り込

むことにより、物理的な故障解析の成功確率が飛躍的に向上し、今まで見つけられなかった

故障原因を特定することが可能になります。LITはもちろん、TD Imagingも非破壊で故障箇

所を絞り込むことができます。 

故障解析の流れ 

 

＜製品の特長＞ 

新開発の発熱解析技術 TD Imagingは、下記の特長やソリューションを提供します。 

１． LITと同等の感度、LITを上回る空間分解能を有します。 

２． 非破壊で、金属層下の故障位置の特定が可能です。 

３． 生成 AI 用半導体などの、3 次元構造化や微細化が進む先端半導体デバイスの、

故障原因特定の成功確率を飛躍的に向上します。 
 

 

●販売開始  2025年 5月 12日（月） 

●価格（税抜）  半導体故障解析装置 PHEMOS-X用 

TD Imaging計測モジュール 

1式 88百万円～ 

●販売目標台数    初年度 6式／年、5年後累計 50式 

（TD Imaging計測モジュールは、納入済のPHEMOS-Xシリーズへ

の後付が可能） 
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TD Imaging計測モジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者には、写真をデータで提供しますので、コーポレートコミュニケーション部ま

でお申し付けください。 

この件に関するお問い合わせ先 

■報道関係の方 浜松ホトニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 児玉裕信 

〒430-8587 浜松市中央区砂山町 325-6 日本生命浜松駅前ビル 

TEL:053-452-2141 FAX:053-456-7888 E-mail: kodama@hq.hpk.co.jp 

時間外は、携帯電話 090-1849-9249 へお願いします 

■一般の方 浜松ホトニクス株式会社 営業推進本部 画像計測機器営業推進部 工藤宏平 

〒431-3196 静岡県浜松市中央区常光町 812 番地 

TEL: 053-435-1560 FAX: 053-435-7570 E-mail: kohei@sys.hpk.co.jp 

 

 

 

 

半導体故障解析装置 

Dual PHEMOS®-X（左）、iPHEMOS®-MPX（中）、PHEMOS®-X（右） 


